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"Verfahren ziim Horstellen aines aus alner Vlel- 
zahl von diskroten Leuchtstoffelontent^n beatt*- 
henden Leuehtaohirma alner FarbblldrShre'V 



Die Erfindung batrlfft ain Verfahren zum Heratellett einea 
aus elner Vielzahl von dlskreten Loiichtdtoffelementen be* 
atehenden Leuchtachirma einer Farbbildrohrev bet dam die 
einzelnen Leuchtatoffelemente durch Blektronenbeatrahlung 
einer zuaammenhSngenden elektronenempfindliohen Sbbieht 
diurch eine mlt entaprechenden Offnuhgen veraehene Maake, 
die in geringem Abatand vor dem Leuchtaehirm angeordnet 
ist, hindurch photocheraiach Oder elektrochemisch herge- 
atellt verden* 

Im Zusammenhang mlt einer Farbbildkathodenatrahlr^hre, bel 
welcher die Zwiaohenraume zvriachen den einzelnen Leuelit- 
stoffelementen des Leuchtschirmes mit einer iroitgehend 
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llchtundtif chlHssigen und zilcbt refloktlerenden Sehicht aus- 
geftillt sind, ist es erwUnsoht, daft die elnselnen punkt- 
formigen Leuchtstoff element© in ihrer flachenmafligen Aus-' 
dehnung kleiner sind als die zugeordneten Locher in der 
sog. -Loclunaske, die in geringem Abstand vor dem Leueht- 
s chirm innorhalb der Rohre angeordnet sind (Maskenrohro)»- 

Die Herstellung soleher Leucbtschirme fiir Parbblidrohren, 
die sich aus einer VielzabX von nebeneinander liegenden 
Leuchtstoffelei^enten zusammensetzen, geschiebt bekannterr 
weise mit. Hil-fe von photocbemischen oder elektrocbemischen 
Verfahren, wobei eine Bestrablung einer auf dem Leucbt- 
scbirmtrager ansebracbten licbtempfindlicben oder elektro- 
nenempfindiicben Scbicht durcb die ?1a3ke hindurch mit 
einer entsprechenden Bestrabltmg erf olgt, Bs ist aucb be- 
kannt, die Leuchtstoff scbicbt direkt mit elektronen- oder 
licbtempfindlichem Material zu durcbsetaen, so dafi eine 
gesonderte lichtempfindlicbe Oder elektrohenompfindlicbe 
Scbicbt nicht mehr erforderlich ist. Die dabei verwendeten 
elektronen- oder liohtenipfindlichen Substanaen werden in 
bekannter Waise durcb die Bittwirkunff der StrabXung gegen-, 
iiber einem LSsungsmittel weitgebend unlSslich gemaoht, so 
dafi bei einem anschlieflenden Auswascbvorgang rmr die Teile 
auf dem LeuchtscbirmtrSger ^xiruckbleiben, die von der Strab- 
lung getrbffen sind. 



: ia9817/1&61 - ^ORIGINAL 



195?082 

XJL 69/152 



Um nun Leuchtstoffputikte horaustellon, deren GrSfle geriii- 
ger ist als dor Querschnitt der LScher In der Masks, durch 
velche hlndurch beatrahlt wird, ist beroits vorgeschlagen 
wrden, die Bestrahlung zur HerstoUung dos Leuchtaehirmes 
mit ©inor Mask© vorzunehmenr die ziinachst kloinere LSchor 
aufweist, tan dana nach Pertigatellen dor Leucbtstoffschicht 
die L8cher der Masks durch einen ausatzlichen Atzvorgang 
zu vergrbflern. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Atifgabe zugrunde, 
ein vereinfacbtes Verfahren zur Herstellung von Leucht- 
schinnen der ©ingangs genannten Art anzugeben. 

GemaB der Erfindung wird vorgeschlagen, dafl zwiscben der 
Mask© und der elektronenempfindlichen Schicht ein elektri- 
sches Feid erzeugt wird, das die die Offnungen der Maske 
passierenden Elektronenbiindel vor Auftreffen auf die 
elektronenempfindliche Schicht im Querschnitt verringert, 
so daB die hergestelltea Lauchts toff element e in ihrer akti^ 
ven Flachenausdehnuttg geringer sind als die Querschnitte 
der Offnungen in dar Maske. 

Bin wesentlicher Vorteil des ©rfindungsgeoaflen Verfabrens 
besteht darin^ dafl eine nacbtrSgliche Bearbeitung der Loch- 
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maske nach erfol^r Heratellung des Leuehtsehlrms xiicht 
mehr erforderlleh idtt vodurch Ungenauigkelten und BeschS- 
digungen der Maske dureh don zusStslichen Arbeitsgaxig vor- 
mieden verden* 

Anhand des in der Pigur dargestellten boviorxugten Ausftih* 
^ rungsbeispiols wlrd der Anmeldimgsgegenstand nachfoXgend 

nfther erklart« 

Die Pigur zeigt . schema tis*ch einen Ausschnitt aus einer 

ParbbildXochmaskearohret auf deren aus Glas bestehenden 

Prontplatte 1 ein Leuehtsehirm aufgebraeht vlrd« In ge-* 
ringem Abstand vor dem Leuehtsehimit beispielsweise in 
einesQ Abstand von 1 bis 2 cm, befindet sieh die sog* Loch<» 
maske 6. Auf der Znnenseite der Prontplatte 1 befindet 
sich eine Schicht 2, die elektronenempfindliches Material 
^ . enthalt. An den von Elektronen getroffenen Stellen wird 

diese Schicht 2 gegeniiber einem LSsungsmittel veniger 
ISslich gemadht, so dafi bei einem anschliefienden Auswasch^ 
vorgang nur die Teile der Schicht auf der Innenfliiche der 
PronlBcheibe 1 zuruckbleiben, die von Blektrorien-getroffen 
"wurden* 

Die Bestrahlung dieser Schicht etfplgt mit einer Elektro- 
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nenatrSmung , die ihreii Ausgang bevorzugt joweils dort hat, 

wo bed der spSter f ertiggestellten RShre dla einaelnen 

Elektronenerzeuguhgssysteme der Rohre sich befindeh# Die 

Elektronenstrahlung k trifft auf die Lochmaske 6 auf und 

durchdringt diese lediglich an den &tellen, an irelchen die-* 

se mit den Loohern 8 verseheh. ist. Die diese LScher 8 

durchsetzende Blektronenstrahlung gelangt auf i3ie elektro- 

nenetnpf indliche Schiclit 2« Das Auftreff en der £lektronen«* 

strahlung auf die gesamte SchirmflSche wird durch Ablen-- 

*■ * . ■ 

kung des Elektronenstrahles erreicht* Diese Ablenkung kann 

Zm B« der beim Betrieb einer Farbbildr<jhre verwendeten ma* 

gnotischen Ablenkung durch eine Ablenkeinheit entspreeheny 

bei der der Elektronenstrahl periodisch iiber den gesetmten 

Schirn bewegt wird. 

Genafi dor Erfindung wird nun wahrend der Bestrahlung der 
elektronenempf indlichen Schicht 2 nit der Elektronenstro<» 
mung k an die Schicht 2 und die Lochnaske 6 mit Hilfe ei«* 
ner Spannungs quelle 7 ein elektrostatisches F eld angel egt. 
Die durch dieses Feld erzeugten. Aquipotentiallinien slnd 
mit 5 bezeichnet und es ist zu ersehen, dafi sich Jeweils 
in den Bereichen der LScher 8 in der Lochnaske 6 Feldver<- 
zerrungen ergebeni die kleine, jeweils den einzelnen Lo- 
chern 8 zugeordhete elektrostatische Linsen bilden* In- 
folge der Wirkung dieser elektrostatischen Linden tritt eine 
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flemmelnde Vlrkung auf die El9]ctronenb<indeI 9 die. die Lo- 
Cher ^8 durchsetzeni eiiif so dafi sieh deren Durchmesser im 
Verlauf zwischen der Lochmaske 6 und der Schicht 2 ver- 
tLngern^ Diese sammelnde Wirkuag kann dureh entsprechende 
Ausbildung der Locher, 2. B« konische Ausbildungi noch 
vers tarkt werden. 

Als Resultat dieses wahrend der Beatrahlxmg angelegten 
elektrostatischen Peldes ergib^ sieh auf der Schicht 2 ei- 
ne von den einzelnen EXektronenbiindeln geiroff ene^^E^^ 
3, deren Diirchmesser a geringer ist als der Durchneseer d 
des zugehSrigen Lpches 8 in der Lochmaske 6. Die Starke 
der Verringeruhg des Querscfahittes des Blektaronenbiindeis 
hangt dabei a» von der angelegten Spemnung ab. Das an 
der Schicht 2 anliegende Potential 1st gemaO der Erf in- 
dung hoher als das axi der Lochnaske 6 anliegende Potential. 
Je grolier der Potentialunterschied zWischen diesen beiden 
Pbtentialen ist, umso stSrker ist die Linsenwirkrtng des 
zwischen der Loieha^ske und der Schicht 2 erzeugten elektri- 
schen Feldes, 

Unter Anwendutig der yorstehend beschriebenen Erfindung er- 
geben sich zwei bevorzugte Herstellungsverf ahren zur Her- 
stellung deiai Parbleuchtischiraes. DaS eine VerfiOiren b 
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darixit daB die drei Leuehtstoffe aacheinander aufgebrecht 
verden, wpbei zyoekmSQis j«dem Leuchtstoff daa ©Xektro- 
noneiapfihdlich© Material zugesetzt ift. Es «ind zu dioaen 
Zweek dann drei Bestrahlunsen erf orderlich , wbei die 
Elektronenstrahlquelle jeweils entsprechend der Lftge der 
Elektronenfltrahleraeuguiigssysteme der Rbhre versetat wird. 

Bin veiteres bovorzttgtes und sehr zireeioaSAigeB Veirfalaren 
besteht darin, zixaachst auf den Leuchtschiratrager eine 
Schicht aufzaMzigen, die ia wesentlichen aus elektronen- 
empfindlichem Material besteht und die in Rahaen eine* 
ArbeitBganges mit drei Elektronenotrahlern beliehtet 
vird, Oder aber in Rahnen einee Arbeitaganges nit einea 
Elektronenstrahler, der jeweils in die Lage der spfiter 
einzubauenden Elektronenstrahlerzeugungssyatene gebracbt 
wird. Die nicht von den Strahlen getroffenen Teile dioaer 
elektroneneapfindlichen Schicht werden entfernt und es 
kann nunaehr der Zwischenraub zwischen den zurittckgeblie- 
bcnen Punkten der ©lektronenempfindlichen Schicht ait 
einer lichtundxirchlKssigen, abglichst achwarzen Schicht 
ausgefiillt verden. Nachden diese Schicht aufgebracht iat , 
kann nun die Boschichtung nit den Louchtet off punkten in 
der bisher Ublichen Weise, d. h. also ohne Anlegen eines 
eLektrostatischen Peldea, erfolgen, weil es nunnehr unbe- 
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deutend 1st, wenn dioao Leuehtstoffpunkte oino gleieh 
grofie Ausdehntmg besitzen wie die LochQr in dor Kasko* 
Die gemafl dor Erfizidung vor Aufbringon der Leuehtatof 
punkte erzeugte sohwarze Sebicht deekt nSmlieh den SuSeren 
Rand der Leuehtstoffpunkte ab» so dafi von dioson Loueht* 
atoffpunkten nur ein kloinerer Toil spStor oloktronenop-* 
tLsch virksam iflrd, nSolich nur dor Teili dor dureh die 
Schiclit nicht abgedeckt iat« . ^. 
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Pat e n t a n g p r ii c h e 

(ij Verfahren zum Herstelleh einea aus einer Vlolzohl von 
dislaroten Leuehtstoffelementexi beatehenden Leuehtachlrms 
einer Parbbxldrohro, bei dem die einzelnoia Leucht.8toff0l^« 
nente durch Blektroxienbestrahlung einer zusanmenhangend en 
elektronenempf ihdlichen Sohicht durch eine mit entspre- 
chenden Offnungen versehone flaaKei die in geringem Abstand 
vor dom Leuchtachirm angeordnet iat, hindurch phdtoohemisch 
Oder elektrocheciisch aufgebracht warden, dadurch ^ekenn» - 
zeichnet , dafi zwiachen der Maske tmd der elektronenenpfind- 
lichen Schicht ein elektrisches Feld erzeugt wird, das 
defe) Querschnitt der die Offnungen der Maske passierenden 
Elektronenbtindel vor Auftreffen auf die elektroneiieiopfind- 
JLiche Schicht verringert, so dail die hergestellten Leucht- 
stof f element e in ihrer aktiven FlSchenausdehnung geringer 
sLnd als.die Querschnitte der 5rfnungen in der Maske • 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennaeichnet , daB 
der Trager der elektronenenpf indlichon Schicht nit einer 
insbesondere transparenten elektriseh leitenden Sohicht 
versohen wlrd» 
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3* Vorfahren nach Anspruch 1^ dadurch gekexmzeichndt , da& 
elQktriseh leitfahig gemachte Leuehtstoffsehiehton verven^ 
det vorden« " 

k. Verfahren nach 9ineia Oder mehreren der Anspriiehe 1 bia 
3 1 dadurch gekennzelchnet , dafi ala Haske eino Loehmaskd vor-*. 
wendet vird* 

5. Verfahren nach eineia oder mehreren der Ansprttche,.! bi^ 3f 
dadurch gekennzelchnet , dafi ala Maske eine Filter olektrode 
verwendet vird, 

6, Verfahreit nach einem oder mehr eren der AnsprUehe 1 bis 
5i dadurch gekennzeichnet, daQ das el6ktrl0Che Feld durch . 
Aniegen einer elektrischeii. Spazmiing an den T^Sger der 
erektronenempf lndlichian Schicht pder an diese "Schlcht 
oinerseits und an die Maske andereraeits erzeugt .\fird« 

' ' *■ . • ■ . ' ' . ' ' ■ 

7^1 Verfahren nach elnea oder mehr eren der Ansprttehe 1 bia 
6, dadurch gekennzeiclinet , dafi das elektrische Peld Ban- 
aelnd ausgebildet wird. 
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